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シリコン障害とデータシート説明

AVR32EA28/32/48

序説

お客様が受け取ったAVR32EA28/32/48ﾃﾞﾊﾞｲｽはこの文書で記述される異常を除き、現在のﾃﾞﾊﾞｲｽのﾃﾞｰﾀｼｰﾄ(www.microchip.com 
/DS40002497)に対して機能的に一致します。この文書で記述される障害はAVR32EA28/32/48ﾃﾞﾊﾞｲｽの将来の改訂で処置される
かもしれません。

注: ・ この文書は現在と過去の全てのｼﾘｺﾝ版からの全てのｼﾘｺﾝ障害問題を要約します。

 ・ 特定ﾃﾞﾊﾞｲｽに対するﾃﾞﾊﾞｲｽ識別と改訂のIDのより多くの詳細な情報については、ﾃﾞﾊﾞｲｽの現在のﾃﾞｰﾀｼｰﾄ(www.microchip.co 
m/DS40002497)でﾃﾞﾊﾞｲｽ/改訂ID部分を参照するか、または手助けのために最寄りのMicrochip営業所にお問い合わせくださ
い。

本書は一般の方々の便宜のため有志により作成されたもので、Microchip社とは無関係であることを御承知ください。しおりの[は
じめに]での内容にご注意ください。

https://www.microchip.com/DS40002497
https://www.microchip.com/DS40002497
https://www.microchip.com/DS40002497
https://www.microchip.com/DS40002497
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1. ｼﾘｺﾝ問題要約
凡例

- 障害は適用されません。
× 障害が適用されます。

ｼﾘｺﾝ改訂に対する有効性
周辺機能 簡単な説明

改訂 A2A0 B3

×2.2.1. 2.7V未満で動かないNVMﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ × -

× -2.2.2. BODLEVEL3未満のVDDに対して減らされるﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ寿命 ×
ﾃﾞﾊﾞｲｽ

× ×2.2.3. 特定ｱﾄﾞﾚｽ空間への連続書き込みの場合に失われる書き込み操作 ×

- ×2.2.4. ﾌﾗｯｼｭ ﾌﾞｰﾄの大きさとﾌﾗｯｼｭ ｺｰﾄﾞの大きさのﾋｭｰｽﾞでの制限 ×

CRCSCAN 2.3.1. 機能しないﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘの一部でのCRC走査実行 × - ×

2.4.1. UDPIから機能しないﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ複数ﾍﾟｰｼﾞ消去 × × ×
NVMCTRL

2.4.2. ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ中のﾌﾗｯｼｭ読み込み時に失敗するﾌﾗｯｼｭ自己ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ × - ×

USART × ×2.5.1. 矛盾する同期領域検出後に機能しない受信部 ×
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2. ｼﾘｺﾝ障害問題

2.1. 障害詳細

- 障害は適用されません。
× 障害が適用されます。

2.2. ﾃﾞﾊﾞｲｽ

2.2.1. 2.7V未満で動かないNVMﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

VDDが2.7V未満の時の消去または書き込みの操作実行は失敗するかもしれません。消去または書き込みの操作を開始する前に
VDDが2.7V以上であるのを確実にすることを推奨します。代わりに基準をBODLEVEL2またはそれ以上に設定した基準でBODを許
可することができます。

対策/対処：

ありません。

影響を及ぼされるｼﾘｺﾝ改訂

改訂 A0 A2 D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB

×影響 - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2.2.2. BODLEVEL3未満のVDDに対して減らされるﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ寿命

BODLEVEL3未満のVDDで動作する場合、ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ寿命は1000消去/書き込み回数に減らされます。この減少は消去/書き込み
中のVDD水準と無関係です。

対策/対処：

ありません。

影響を及ぼされるｼﾘｺﾝ改訂

改訂 A0 A2 D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB

×影響 - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2.2.3. 特定ｱﾄﾞﾚｽ空間への連続書き込みの場合に失われる書き込み操作

ｱﾄﾞﾚｽ≧64へのST/STD/STS命令に続く、ｱﾄﾞﾚｽ＜64へのST/STD命令または休止制御器の制御A(SLPCTRL.CTRLA)ﾚｼﾞｽﾀへの書
き込みのどちらでも最後の書き込みを失います。

対策/対処：

書き込み操作の消失を避けるため、ｱﾄﾞﾚｽ空間に応じて以下の対策の1つを使ってください。

・ ｱﾄﾞﾚｽ＜64への書き込み前にNOP命令を挿入するか、またはST/STDの代わりにOUT命令を使ってください。

・ SLPCTRL.CTRLAﾚｼﾞｽﾀへの書き込み前にNOP命令を挿入してください。

影響を及ぼされるｼﾘｺﾝ改訂

改訂 A0 A2 D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB

×影響 × * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2.2.4. ﾌﾗｯｼｭ ﾌﾞｰﾄの大きさとﾌﾗｯｼｭ ｺｰﾄﾞの大きさのﾋｭｰｽﾞでの制限

CRCが(FUSE.SYSCFG0のCRCSRC)ﾋｭｰｽﾞを通して許可される、またはCRCSCANを使ってｿﾌﾄｳｪｱから開始される場合、ﾌﾗｯｼｭ ﾌﾞｰ
ﾄの大きさ(FUSE.BOOTSIZE)とﾌﾗｯｼｭ ｺｰﾄﾞの大きさ(FUSE.CODESIZE)は512ﾊﾞｲﾄの乗数に構成設定され(FUSE.BOOTSIZEとFUS 
E.CODESIZEのLSbが’0’で)なければなりません。

対策/対処：

ありません。

影響を及ぼされるｼﾘｺﾝ改訂

改訂 A0 A2 D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB

-影響 × * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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2.3. CRCSCAN - 巡回冗長検査ﾒﾓﾘ走査

2.3.1. 機能しないﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘの一部でのCRC走査実行

 ・ ﾌﾞｰﾄの大きさ(FUSE.BOOTSIZE)が$00以外の場合、ﾌﾞｰﾄ領域でのCRC走査実行は動きません。

 ・ ｺｰﾄﾞの大きさ(FUSE.CODESIZE)が$00以外の場合、ﾌﾞｰﾄ領域と応用領域でのCRC走査実行は動きません。

 ・ ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ全体でのCRC走査実行は動きます。

対策/対処：

ありません。

影響を及ぼされるｼﾘｺﾝ改訂

改訂 A0 A2 D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB

×影響 - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2.4. NVMCTRL - 不揮発性ﾒﾓﾘ制御器

2.4.1. UDPIから機能しないﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ複数ﾍﾟｰｼﾞ消去

UPDIからのﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ複数ﾍﾟｰｼﾞ消去(制御A(NVMCTRL.CTRLA)の指令(CMD)ﾋﾞｯﾄ領域へのFLMPERn書き込み)の実行はﾌﾞｰﾄ
領域で動きません。どのﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ領域でも複数ﾍﾟｰｼﾞ消去を使うことは推奨されません。

対策/対処：

ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ ﾍﾟｰｼﾞ消去(NVMCTRL.CTRLAのCMDﾋﾞｯﾄ領域へのFLPER($08)書き込み)を使ってください。

影響を及ぼされるｼﾘｺﾝ改訂

改訂 A0 A2 D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB

×影響 × * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2.4.2. ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ中のﾌﾗｯｼｭ読み込み時に失敗するﾌﾗｯｼｭ自己ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘのRWW領域が書かれているまたは消去されている(ﾌﾗｯｼｭ ﾍﾟｰｼﾞ書き込みまたはﾌﾗｯｼｭ ﾒｰｼﾞ消去の)間にﾃﾞｰﾀがﾌﾗｯ
ｼｭ ﾒﾓﾘのNRWW領域から読まれる場合、消去や書き込みが失敗するかもしれません。ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘのNRWW領域からの命令取得は
ﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘのRWW領域への消去や書き込みの操作に影響を及ぼされません。

対策/対処：

選択1 : RWW機能が不要

・ NRWW領域から実行している時にﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ自己ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞを使わないでください。

選択2 : RWW機能が必要

・ 継続動作でBODを許可(低電圧検出器構成設定(FUSE.BODCFG)ﾋｭｰｽﾞで、BOD基準(LVL)ﾋﾞｯﾄ領域にBODLEVEL1かより高い
値を、活動とｱｲﾄﾞﾙでのBOD動作形態(ACTIVE)ﾋﾞｯﾄ領域に’11’を設定)してください。

・ ﾍﾟｰｼﾞ消去/書き込み操作(制御A(NVMCTRL.CTRLA)の指令(CMD)ﾋﾞｯﾄ領域への$05書き込み)を使わないでください。代わりに2
つの独立した操作としてﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ ﾍﾟｰｼﾞ消去とﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ ﾍﾟｰｼﾞ書き込みを実行してください。

影響を及ぼされるｼﾘｺﾝ改訂

改訂 A0 A2 D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB

×影響 - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2.5. USART - 万能同期/非同期送受信器

2.5.1. 矛盾する同期領域検出後に機能しない受信部

USART受信部は状態(USARTn.STATUS)ﾚｼﾞｽﾀの矛盾同期領域割り込み要求ﾌﾗｸﾞ(ISFIF)が設定(1)された時に機能しなくなります。
ISFIF割り込み要求ﾌﾗｸﾞは制御B(USARTn.CTRLB)ﾚｼﾞｽﾀの受信動作(RXMODE)ﾋﾞｯﾄ領域が標準自動ﾎﾞｰﾚｰﾄ(GENAUTO)動作また
はLIN制限自動ﾎﾞｰﾚｰﾄ(LINAUTO)動作に構成設定され、受信した動作ﾌﾚｰﾑがﾃﾞｰﾀｼｰﾄで記述されたような条件に従わない時に
設定(1)されます。このﾌﾗｸﾞの解除(0)はUSART受信部を再許可しません。

対策/対処：

ISFIFﾌﾗｸﾞが設定(1)された時は、USART制御B(USARTn.CTRLB)ﾚｼﾞｽﾀの受信許可(RXEN)ﾋﾞｯﾄに’0’を書き、その後に’1’を書くこと
により、USART受信部を禁止してその後に再許可してください。

影響を及ぼされるｼﾘｺﾝ改訂
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改訂 A0 A2 D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB

×影響 × * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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3. ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ説明
ﾃﾞﾊﾞｲｽのﾃﾞｰﾀｼｰﾄ(www.microchip.com/DS40002497)の最新版に対して以降の誤植修正と説明に注意してください。

注: 修正は太字で示されます。可能な場合、明確にするため、元の太字の文字書式は削除されています。

3.1. SPI - 直列周辺ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ　

「動作」-「従装置動作」項に対して明確化が行われました。最後の文が削除されます。

26.3.2.2. 従装置動作

従装置動作で、SPI周辺機能は主装置からSPIｸﾛｯｸと従装置選択を受け取ります。従装置動作は3つの動作形態、1つの標準動作と
緩衝動作用の2つの構成設定を支援します。従装置動作で、制御論理回路はSCKﾋﾟﾝでやって来る信号を採取します。このｸﾛｯｸ信
号の正しい採取を保証するため、最小のLowとHighの期間は各々2周辺機能ｸﾛｯｸ周期よりも長くなければなりません。

3.2. SPI - 直列周辺ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ　

「動作」-「従装置動作」-「緩衝動作」項に対して明確化が行われました。

26.3.2.2.2. 緩衝動作

ﾃﾞｰﾀ衝突を避けるため、SPI周辺機能は制御B(SPIn.CTRLB)ﾚｼﾞｽﾀの緩衝動作許可(BUFEN)ﾋﾞｯﾄに’1’を書くことによって緩衝動作
に構成設定することができます。

この動作では2つの受信緩衝部と1つの送信緩衝部を持ちます。双方は独立した割り込み要求ﾌﾗｸﾞの送信完了と受信完了を持ちま
す。図26-1.は追加の緩衝部を示します。

緩衝動作が許可される時に2つの異なる方法で動くことができます。制御B(SPIn.CTRLB)ﾚｼﾞｽﾀの緩衝動作受信待機(BUFWR)ﾋﾞｯﾄ
は緩衝動作がどう動くかを制御します。ﾀｲﾐﾝｸﾞ構成図を含みそれらがどう動くかの詳細が下で記述されます。

注: 緩衝動作で従装置として動作し、SPIｸﾛｯｸが最大周波数に近いと、従装置は連続転送間の最初の採取端に対して時間内にﾃﾞｰ
ﾀを準備できないかもしれません。詳細については「電気的特性」の「SPI」項を参照してください。

3.3. 電気的特性 - 供給電圧

「供給電圧」表でいくつかの明確化が行われました。

表35-3. 供給電圧

最小ｼﾝﾎﾞﾙ 代表 (✝) 単位最大 条件

供給電圧 (注1)

VDD 1.8 (注2) - 5.5 V

RAMﾃﾞｰﾀ保持電圧 (注3)

電源ONﾘｾｯﾄ開放電圧 (注5)

VDR 1.7 - - V ﾊﾟﾜｰﾀﾞｳﾝ動作でのﾃﾞﾊﾞｲｽ

VPOR - 1.6 - V
BOD禁止 (注4)

tPOR - - - µs

電源ONﾘｾｯﾄ機能再開電圧 (注5)

VPORR - 1.1 - V
BOD禁止 (注4)

tPORR - - - µs

内部電源ONﾘｾｯﾄ信号を保証するためのVDD上昇速度 (注6)

SVDD - - 0.2 V/µs BOD禁止 (注4)

✝: “代表”列のﾃﾞｰﾀは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。

注1: ﾁｯﾌﾟ消去中、BODLEVEL0で構成設定された低電圧検出器(BOD)がONを強制されます。供給電圧(VDD)がBODLEVEL0に
対するVBOD未満の場合、消去の試みは失敗します。

注2: 1.8VまたはBODが有効の時にBOD起動基準(VBOD)に落ちるまで動作は保証されます。

注3: これはRAMﾃﾞｰﾀを失うことなく休止動作でVDDを低めることができる限度です。

注4: BOD切り替わり点情報については「35.11. RSTCTRLとBOD」項を参照してください。

注5: 図35-1.を参照してください。

注6: 設計の手引きのためだけで、製造で検査されません。

https://www.microchip.com/DS40002497
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図35-1. 遅い上昇のVDDでのPORとPORR

VDD

VPOR

VPORR

POR

SVDD

tPORR tPOR

注: ・ PORがLowの時にﾃﾞﾊﾞｲｽはﾘｾｯﾄに保たれます。

3.4. 電気的特性 - 周辺機能消費電力

「周辺機能消費電力」表でいくつかの明確化が行われました。

表35-5. 周辺機能消費電力 (注1)

動作条件:
 ・ ｸﾛｯｸ元として使われた6分周係数の前置分周器を持つ20MHzのOSCHF
 ・ ﾃﾞﾊﾞｲｽはｽﾀﾝﾊﾞｲ休止動作

最小
最大
85℃

代表
(✝)

ｼﾝﾎﾞﾙ 説明
最大
125℃

単位 条件

IDD_WDT ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞ ﾀｲﾏ (WDT) - 0.68 - - 32.768kHz内部発振器

IDD_BG ﾊﾞﾝﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ - 19 - -

- 54 - -
DAC0REF.REFSEL=’001’
(2.048V)IDD_VREF 参照基準電圧 (VREF)

- 48 - - ACREF.REFSEL=’001’(2.048V)

バ
ン
ド
ギ
ャ
ッ
プ
を
除
く

- 14 - - 継続動作

IDD_BOD 低電圧検出器 (BOD) - 0.60 - - 128Hz採取動作 IDD_OSC32K

を含む- 0.40 6 - 32Hz採取動作

IDD_TCA 16ﾋﾞｯﾄ ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀA型 (TCA) - 38 - -
ｱｲﾄﾞﾙ休止動作

IDD_TCB 16ﾋﾞｯﾄ ﾀｲﾏ/ｶｳﾝﾀB型 (TCB) - 19 - -

IDD_RTC 実時間計数器 (RTC) - 18 - - 32.768kHz内部発振器 (OSC32K)

IDD_OSC32K 32,768kHz内部発振器 (OSC32K) - 0.42 - -

- 1.3 - -
XOSC32KCTRLA.
LPMODE=’1’ (許可)

IDD_XOSC32K 32,768kHzｸﾘｽﾀﾙ用発振器 (XOSC32K)
ESR=50kΩ,
CL=12.5pFµA- 5.7 - -

XOSC32KCTRLA.
LPMODE=’0’ (禁止)

IDD_OSCHF 内部高周波数発振器 (OSCHF) - 85 - -

IDD_XOSCHF 高周波数ｸﾘｽﾀﾙ用発振器 (XOSCHF) - - - -

- 295 - - CTRLC.REFSEL=’000’ (VDD)
IDD_ADC ｱﾅﾛｸﾞ⇒ﾃﾞｼﾞﾀﾙ変換器 (ADC) (注2)

- 570 - - CTRLC.REFSEL=’101’ (2.048V)

- 150 - - CTRLA.POWER=’00’
IDD_AC ｱﾅﾛｸﾞ比較器 (AC)

- 110 - - CTRLA.POWER=’01’

- 106 - - VDACREF=1.024V
ｱｲﾄﾞﾙ
休止動作

IDD_DAC ﾃﾞｼﾞﾀﾙ⇒ｱﾅﾛｸﾞ変換器 (DAC) - 125 - - VDACREF=4.096V

- 100 - - VDACREF=VDD

IDD_USART 万能同期/非同期送受信器 (USART) - 51 - - 9600ﾎﾞｰでUART許可

IDD_SPI 直列周辺ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ (SPI) - 14 - - 100kHzでSPI主装置

- 56 - - 100kHzでTWI主装置
ｱｲﾄﾞﾙ
休止動作IDD_TWI 2線ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ (TWI)

- 46 - - 100kHzでTWI従装置

IDD_NVM_ERASE ﾌﾗｯｼｭ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ - 消去 - 7 - -
mA

IDD_NVM_WRITE ﾌﾗｯｼｭ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ - 書き込み - 10 - -

✝: “代表”列のﾃﾞｰﾀは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。

注1: 単位部だけの消費電流。ﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗの総内部消費電力を計算するには使われる全ての周辺機能とｸﾛｯｸ元の消費電力
値を「電気的特性」の「35.5. 消費電力」項で与えられる基本消費電力に加えてください。

注2: 以下の条件での平均消費電力
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 - ｼﾝｸﾞﾙ ｴﾝﾄﾞ 12ﾋﾞｯﾄADC
 - 自由走行動作でADC活動
 - CLK_ADC=1MHz
 - ｱｲﾄﾞﾙ休止動作でのﾃﾞﾊﾞｲｽ

3.5. 電気的特性 - 入出力ﾋﾟﾝ

「入出力ﾋﾟﾝ仕様」表で明確化が行われました。

表35-6. 入出力ﾋﾟﾝ仕様

最小 最大代表 (✝) 単位ｼﾝﾎﾞﾙ 説明 条件

Low入力電圧

・ ｼｭﾐｯﾄ ﾄﾘｶﾞ緩衝部 - - 0.2VDD PINnCTRL.INLVL=’0’入出力
ﾎﾟｰﾄ ・ TTL基準 - <0.8 - PINnCTRL.INLVL=’1’, VDD>2.7VVIL V

RESETﾋﾟﾝ - - 0.2VDD

High入力電圧

・ ｼｭﾐｯﾄ ﾄﾘｶﾞ緩衝部 0.8VDD - - PINnCTRL.INLVL=’0’入出力
ﾎﾟｰﾄ ・ TTL基準 - >2.0 - PINnCTRL.INLVL=’1’, VDD>2.7VVIH V

RESETﾋﾟﾝ 0.8VDD - -

入力漏れ電流 (注1)

- <50 -入出力ﾎﾟｰﾄ
IIL nA

GND≦VPIN≦VDD、高ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ ﾋﾟﾝ、
TA=85℃RESETﾋﾟﾝ (注2) - <50 -

ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ抵抗

RP - - 26 - kΩ

Low出力電圧

VOL 標準入出力ﾎﾟｰﾄ - - - V VDD=3.0V、IOL=6mA

High出力電圧

VOH 標準入出力ﾎﾟｰﾄ - - - V VDD=3.0V、IOH=6mA

入出力ﾋﾟﾝ ｽﾘｭｰﾚｰﾄ

- 22 - PINnCTRL.SRL=’0’
上昇ｽﾘｭｰﾚｰﾄ

- 45 - PINnCTRL.SRL=’1’
ns

- 16 - PINnCTRL.SRL=’0’
下降ｽﾘｭｰﾚｰﾄ

- 30 - PINnCTRL.SRL=’1’

ﾋﾟﾝ容量

全入出力ﾋﾟﾝ - 5 -CIO pF

✝: “代表”列のﾃﾞｰﾀは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。

注1: 負(-)の電流はﾋﾟﾝによって吐き出される電流です。

注2: RESETﾋﾟﾝの漏れ電流は印加される電圧水準に大きく依存します。指定した基準は標準的な動作条件を表します。違う入力
電圧ではより高い漏れ電流が測定されるかもしれません。

tSR

3.6. 電気的特性 - RSTCTRLとBOD

「ﾘｾｯﾄ、WDT、発振器始動計時器、起動計時器、低電圧検出器仕様」表で低電圧検出電圧(VBOD)を変更する明確化が行われまし
た。
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表35-14. ﾘｾｯﾄ、WDT、発振器始動計時器、起動計時器、低電圧検出器仕様

最小 最大代表 (✝) 単位ｼﾝﾎﾞﾙ 説明 条件

tRST (*) ﾘｾｯﾄを保証するRESETﾋﾟﾝLowﾊﾟﾙｽ幅 2.5 - - µs

RRST_UP (*) RESETﾋﾟﾝ ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ抵抗 - 35 - kΩ

TOST (*) 発振器始動計時器期間 (注1) - 1024 - 周期数

- 1.75 - BODLEVEL0

- 1.90 2.10 BODLEVEL1
VBOD+ 上昇傾斜、低電圧検出器電圧 (注2)

- 2.60 2.80 BODLEVEL2

- 4.30 4.60 BODLEVEL3
V

1.62 1.75 - BODLEVEL0

1.80 1.90 - BODLEVEL1
VBOD- 下降傾斜、低電圧検出器電圧 (注2)

4.05 4.30 -

2.43 2.60 - BODLEVEL2

BODLEVEL3

mVVBOD_HYS 低電圧検出器ﾋｽﾃﾘｼｽ - 25 -

µstBOD_ST 休止からの低電圧検出器始動時間 - 30 -

tBOD 採取動作BOD採取時間 - 1/fBOD - ms

tBOD_RST 低電圧ﾘｾｯﾄ応答時間 - 4 - µs VDD=VBOD-0.1V

✝: “代表”列のﾃﾞｰﾀは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。

*: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。

注1: 設計により、発振器始動計時器(TOST)は周波数と無関係に最初の1024周期を計数します。

注2: これらの電圧公差を保証するため、VDDとGNDは可能な限りﾃﾞﾊﾞｲｽの近くで容量性雑音分離(ﾃﾞｶｯﾌﾟ)されなければなりませ
ん。推奨される値は並列での0.1µFと0.01µFです。

3.7. 電気的特性 - SPI

「主装置動作でのﾀｲﾐﾝｸﾞ仕様」と「従装置動作でのﾀｲﾐﾝｸﾞ仕様」の表でいくつかの明確化が行われました。いくつかの行が削除され
たことに注意してください。

表35-18. SPI - 主装置動作でのﾀｲﾐﾝｸﾞ仕様

最小 最大代表 (✝) 単位ｼﾝﾎﾞﾙ 説明 条件

fSCK (*) SCKｸﾛｯｸ周波数 - - fCLK_PER/2 MHz

TSCK (*) SCK周期 2×TCLK_PER - -

tSCKW SCK High/Low幅 - 0.5×TSCK -

tMIS SCKに対するMISO準備時間 - TCLK_PER -
ns

tMIH SCK後MISO保持時間 - 0 -

tMOS SCKに対するMOSI準備時間 - 0.5×TSCK -

tMOH SCK後MOSI保持時間 - 0.5×TSCK -

✝: “代表”列のﾃﾞｰﾀは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。

*: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。

表35-19. SPI - 従装置でのﾀｲﾐﾝｸﾞ仕様

最小 最大代表 (✝) 単位ｼﾝﾎﾞﾙ 説明 条件

fSSCK (*) 従装置SCKｸﾛｯｸ周波数 - - fCLK_PER/6 MHz

TSSCK (*) 従装置SCK周期 6×TCLK_PER - -

tSSCKW (*) SCK High/Low幅 3×TCLK_PER - -

tSIS (*) SCKに対するMOSI準備時間 0 - -

tSIH (*) SCK後MOSI保持時間 3×TCLK_PER - -

tSSS (*) SCKに対するSS準備時間 TCLK_PER - -

tSSH (*) SCK後SS保持時間 TCLK_PER - -

- tSR -

ns

fSSCK≧ fCLK_PER/6
tSOS SCK後のMISO有効時間

- - - fSSCK＜ fCLK_PER/6

tSOSS SS Low後MISO準備時間 - tSR -

tSOSH SS Low後MISO保持時間 - tSR -



AVR32EA28/32/48
ｼﾘｺﾝ障害問題

障害情報
© 2023 Microchip Technology Inc.とその子会社

DS80001091C - 10頁

✝: “代表”列のﾃﾞｰﾀは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。

*: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。

3.8. 電気的特性 - AC

「ｱﾅﾛｸﾞ比較器仕様」表でいくつかの明確化が行われました。

表35-26. ｱﾅﾛｸﾞ比較器仕様

最小 最大代表 (✝) 単位ｼﾝﾎﾞﾙ 説明 条件

VIN (*) 入力電圧範囲 -0.2 - VDD V

IL 入力漏れ電流 - 5 - nA

VOFF 入力変位(ｵﾌｾｯﾄ)電圧 -30 ±10 30 mV
-0.1V<VIN<(VDD-0.1V)

CMRR (*) 同相信号除去比 - 70 - dB

CTRLA.HYSMODE=’01’- 10 -

VHYST ﾋｽﾃﾘｼｽ - 20 - mV CTRLA.HYSMODE=’10’

- 30 - CTRLA.HYSMODE=’11’

上昇端応答時間 - 50 -
tRESP (*) ns

CTRLA.POWER=’00’,
VCM=VDD/2下降端応答時間 - 150 -

✝: “代表”列のﾃﾞｰﾀは別の定めがない限り、TA=25℃とVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。

*: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。
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4. 文書改訂履歴
注: 文書改訂はｼﾘｺﾝ改訂と無関係です。

4.1. 改訂履歴

文書改訂 日付 注釈

A 2023年5月 初回文書公開

B 2023年6月

・ ｼﾘｺﾝ障害問題追加:
 - NVMCTRL: 2.4.2. ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ中のﾌﾗｯｼｭ読み込み時に失敗するﾌﾗｯｼｭ自己ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾐﾝｸﾞ

・ ｼﾘｺﾝ障害問題削除:
 - NVMCTRL: 機能しないﾌﾗｯｼｭ ﾒﾓﾘ ﾍﾟｰｼﾞ消去/書き込み

C 2023年12月

ｼﾘｺﾝ改訂追加: A2

障害追加:

・ 2.2.4. ﾌﾗｯｼｭ ﾌﾞｰﾄの大きさとﾌﾗｯｼｭ ｺｰﾄﾞの大きさのﾋｭｰｽﾞでの制限

ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ説明追加:

・ SPI:
 - 3.1. SPI - 直列周辺ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
 - 3.2. SPI - 直列周辺ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

・ 電気的特性:
 - 3.3. 電気的特性 - 供給電圧
 - 3.4. 電気的特性 - 周辺機能消費電力
 - 3.5. 電気的特性 - 入出力ﾋﾟﾝ
 - 3.6. 電気的特性 - RSTCTRLとBOD
 - 3.7. 電気的特性 - SPI
 - 3.8. 電気的特性 - AC
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Microchip情報

Microchipｳｪﾌﾞ ｻｲﾄ

Microchipはwww.microchip.com/で当社のｳｪﾌﾞ ｻｲﾄ経由でのｵﾝﾗｲﾝ支援を提供します。このｳｪﾌﾞ ｻｲﾄはお客様がﾌｧｲﾙや情報を容
易に利用可能にするのに使われます。利用可能な情報のいくつかは以下を含みます。

・ 製品支援 - ﾃﾞｰﾀｼｰﾄと障害情報、応用記述と試供ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、設計資源、使用者の手引きとﾊｰﾄﾞｳｪｱ支援資料、最新ｿﾌﾄｳｪｱ配布と
保管されたｿﾌﾄｳｪｱ

・ 全般的な技術支援 - 良くある質問(FAQ)、技術支援要求、ｵﾝﾗｲﾝ検討ｸﾞﾙｰﾌﾟ、Microchip設計協力課程会員一覧

・ Microshipの事業 - 製品選択器と注文の手引き、最新Microchip報道発表、ｾﾐﾅｰとｲﾍﾞﾝﾄの一覧、Microchip営業所の一覧、代理
店と代表する工場

製品変更通知ｻｰﾋﾞｽ

Microchipの製品変更通知ｻｰﾋﾞｽはMicrochip製品を最新に保つのに役立ちます。加入者は指定した製品系統や興味のある開発ﾂｰ
ﾙに関連する変更、更新、改訂、障害情報がある場合に必ず電子ﾒｰﾙ通知を受け取ります。

登録するにはwww.microchip.com/pcnへ行って登録指示に従ってください。

お客様支援

Microchip製品の使用者は以下のいくつかのﾁｬﾈﾙを通して支援を受け取ることができます。

・ 代理店または販売会社

・ 最寄りの営業所

・ 組み込み解決技術者(ESE:Embedded Solutions Engineer)

・ 技術支援

お客様は支援に関してこれらの代理店、販売会社、またはESEに連絡を取るべきです。最寄りの営業所もお客様の手助けに利用で
きます。営業所と位置の一覧はこの資料の後ろに含まれます。

技術支援はwww.microchip.com/supportでのｳｪﾌﾞ ｻｲﾄを通して利用できます。

Microchipﾃﾞﾊﾞｲｽ ｺｰﾄﾞ保護機能

Microchip製品での以下のｺｰﾄﾞ保護機能の詳細に注意してください。

・ Microchip製品はそれら特定のMicrochipﾃﾞｰﾀｼｰﾄに含まれる仕様に合致します。

・ Microchipは動作仕様内で意図した方法と通常条件下で使われる時に、その製品系統が安全であると考えます。

・ Microchipはその知的所有権を尊重し、積極的に保護します。Microchip製品のｺｰﾄﾞ保護機能を侵害する試みは固く禁じられ、ﾃﾞｼﾞ
ﾀﾙ ﾐﾚﾆｱﾑ著作権法に違反するかもしれません。

・ Microchipや他のどの半導体製造業者もそれのｺｰﾄﾞの安全を保証することはできません。ｺｰﾄﾞ保護は製品が”破ることができない”
ことを当社が保証すると言うことを意味しません。ｺｰﾄﾞ保護は常に進化しています。Microchipは当社製品のｺｰﾄﾞ保護機能を継続的
に改善することを約束します。

法的通知

この刊行物と契約での情報は設計、試験、応用とのMicrochip製品の統合を含め、Microchip製品でだけ使えます。他の何れの方法
でのこの情報の使用はこれらの条件に違反します。ﾃﾞﾊﾞｲｽ応用などに関する情報は皆さまの便宜のためにだけ提供され、更新に
よって取り換えられるかもしれません。皆さまの応用が皆さまの仕様に合致するのを保証するのは皆さまの責任です。追加支援につ
いては最寄りのMicrochip営業所にお問い合わせ頂くか、www.microchip.com/en-us/support/design-help/client-support-services
で追加支援を得てください。

この情報はMicrochipによって「現状そのまま」で提供されます。Microchipは非侵害、商品性、特定目的に対する適合性の何れの黙
示的保証やその条件、品質、性能に関する保証を含め、明示的にも黙示的にもその情報に関連して書面または表記された書面ま
たは黙示の如何なる表明や保証もしません。

如何なる場合においても、Microchipは情報またはその使用に関連するあらゆる種類の間接的、特別的、懲罰的、偶発的または結
果的な損失、損害、費用または経費に対して責任を負わないものとします。法律で認められている最大限の範囲で、情報またはそ
の使用に関連する全ての請求に対するMicrochipの全責任は、もしあれば、情報のためにMicrochipへ直接支払った料金を超えな
いものとします。生命維持や安全応用でのMicrochipﾃﾞﾊﾞｲｽの使用は完全に購入者の危険性で、購入者はそのような使用に起因す
る全ての損害、請求、訴訟、費用からMicrochipを擁護し、補償し、免責にすることに同意します。他に言及されない限り、Microchip
のどの知的財産権下でも暗黙的または違う方法で許認可は譲渡されません。

https://www.microchip.com/
https://www.microchip.com/pcn
https://www.microchip.com/support
https://www.microchip.com/en-us/support/design-help/client-support-services
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商標

Microchipの名前とﾛｺﾞ、Mcicrochipﾛｺﾞ、Adaptec、AVR、AVRﾛｺﾞ、AVR Freaks、BesTime、BitCloud、CryptoMemory、CryptoRF、
dsPIC、flexPWR、HELDO、IGLOO、JukeBlox、KeeLoq、Kleer、LANCheck、LinkMD、maXStylus、maXTouch、MediaLB、megaAVR、
Microsemi、Microsemiﾛｺﾞ、MOST、MOSTﾛｺﾞ、MPLAB、OptoLyzer、PIC、picoPower、PICSTART、PIC32ﾛｺﾞ、PolarFire、Prochip De 
signer、QTouch、SAM-BA、SenGenuity、SpyNIC、SST、SSTﾛｺﾞ、Super Flash、Symmetricom、SyncServer、Tachyon、TimeSource、ti 
nyAVR、UNI/O、Vectron、XMEGAは米国と他の国に於けるMicrochip Technology Incor poratedの登録商標です。
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